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§１．研究実施体制  

 

（１）「竹内」グループ（研究機関別） 

① 研究代表者：竹内 健（中央大学理工学部、教授） 

② 研究項目 

・高信頼メモリシステム 

 

（2）「安原」グループ（研究機関別） 

① 主たる共同研究者：安原 隆太郎（パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社 

半導体ビジネスユニット 主任技師） 

② 研究項目 

・長期保管 ReRAM の設計とデバイス実証 

 

（3）「内藤」グループ（研究機関別） 

① 主たる共同研究者：内藤 泰久（産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 主任

研究員） 

② 研究項目 

・長期保管メモリの材料設計および評価 

 

（4）「上野」グループ（研究機関別） 

① 主たる共同研究者：上野 和良（芝浦工業大学 工学部 教授） 

② 研究項目 

・高信頼配線技術 
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§２．研究実施の概要  

 

長期保存 ReRAM に関してはメガビットアレイ TEG を評価し、書き換え後に０．１秒程度の緩和時

間を設ける事で、セット不良（高抵抗への張り付き現象）を回復することを発見し、 IRPS

（International Reliability Physics Symposium）2017 で発表を行った[1]。緩和時間は、メモリコントロ

ーラでラウンドロビンの順番でメモリを選択するウエアレベリングにより実現が可能であることを示し

た。 

 電極材料に白金を用いたナノギャップ素子について、高温での動作を検証し、600℃での安定的

な書き込みが可能であることを明らかにした（図１）。高温用メモリとして研究されている混載フラッシ

ュメモリの動作温度が 170℃であることを考慮すると、非常に高温で動作できる。さらに書き込んだ

情報は 600℃においても 8 時間以上保持し、きわめて安定であることが分かった。本成果について

は、論文発表を行いプレスリリースも行った[2]。 

       

グラフェンで被膜された銅薄膜の伝導度を第一原理シミュレーションにより計算し、グラフェンが

銅表面の酸化を防いで銅本来の伝導度が保たれ、また銅表面に存在する電子状態が室温で高い

伝導度を持つことを明らかにした[3]。このことからグラフェンで被膜した銅が、長期保管メモリ用配

線として適していると考えられる。 
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図１．白金ナノギャップ素子の外観写真(左上)および電子顕微鏡像(左下)、600℃での素子の抵抗

変化(右) 
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